	7. Примеси и дефекты (объемные полупроводники и квантово-размерные структуры)
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Работа посвящена исследованию методом сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) структуры поверхности эпитаксиальных слоев Si, полученных методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ). Исследуемые образцы проходили предварительные стадии химического жидкостного травления (метод RCA) и выращивались по технологии стандартной для МЛЭ [1]. Известно, что процесс роста методом МЛЭ является далеким от равновесия, что способствует образованию на ростовой поверхности Si/Si(001) различного вида неоднородностей (наноразмерных дефектов). Основными типами неоднородностей считаются т.н. bunching и meandering [2,3]. Для полупроводниковых поверхностей во время роста эпитаксиального слоя  в режиме step-flow характерным является формирование неоднородностей типа meandering, связанного с наличием барьера Ehrlich-Schwoebel (ES) [3] для диффузии атомов Si на ростовой поверхности. Наличие ES барьера приводит к тому, что массоперенос между моноатомными ступенями на ростовой поверхности наблюдается только в направлении “вверх”, т.е. атомы Si могут совершать прыжки преимущественно с нижестоящей моноатомной ступени на вышестоящую ступень. Еще один вид барьера, т.н. kink Ehrlich- Schwoebel effect (KESE), связан с диффузией атомов Si вдоль края моноатомной ступени. Особенностью поверхности Si(001) является то, что она имеет два типа моноатомных ступеней (Sa и Sb тип), различающихся направлением хода димерных рядов атомов Si по отношению к краю моноатомной ступени. Sa и Sb моноатомные ступени имеют разные энергии образования, разное строение и разные скорости роста. Это также может являться возможным источником для появления неоднородностей на ростовой поверхности. В докладе будут представлены результаты исследования влияния направления и угла разориентации подложки Si(001) на процесс формирования неоднородностей роста. Будет показано, что наблюдаемый на поверхности рельеф связан с различиями в скоростях роста моноатомных ступеней разного типа и с шириной террас, образующих поверхность Si(001). Также будет показано, что процесс формирования неоднородностей носит кинетический характер.
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